
ScAlMgO4基板上 Ga2O3薄膜のアニールによる結晶構造変化の解析 
Analysis on structural change of Ga2O3 film grown on ScAlMgO4 substrate by annealing 
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Ga2O3はこれまでに 5 種類の結晶多型（α, β, δ, γ, ε）が知られており、特に、α 相、β相、ε相は

パワーデバイスへの応用が期待されている。近年、サファイア基板上にミスト CVD法により成長

した α-Ga2O3は、ショットキーバリアダイオードが実現されている[1]。一方、Ga2O3の熱伝導率が

極めて小さいという課題に対し、強い c 面劈開性を持つ ScAlMgO4（SAM、YbFe2O4構造に属する

三方晶）基板上に成長すれば、基板を容易に剥離でき、放熱の問題を改善することができる。前

回我々は、ミスト CVD 法を用いて SAM 基板上に ε-Ga2O3が成長すること、アニールによって ε

相が β 相に転移することを示した[2]。そこで今回は、アニール前後での結晶構造の変化を明らか

にするため、得られた Ga2O3薄膜の極微構造評価を行った。 

10 mm 角の c 面 SAM 基板上にミスト CVD法を用いて、Ga2O3を 600 °Cで 400 nm 程度成長し

た。Ga 原料溶液は、原料前駆体の Ga(acac)3と HCl を超純水に加え、Ga イオン濃度が 0.05 mol/L

となるように調製した。成長後に 900 °C で 3 時間、N雰囲気化でアニールし、アニール前後での

結晶構造の変化を調べた。 

Fig. 1 にアニール前と後の成長試料の XRD 2θ-ω測定結果を示す。アニール前すなわち成長時は

ε 相が支配的で β 相が混在しているが、アニールによって ε 相がすべて安定相の β 相に転移した

ことがわかる。アニール前のサンプルにおける β 相混在の様子を調べるために断面 TEM 観察を

行った。Fig. 2 からわかるように、SAM 基板直上には ε相が成長しているが、100~200 nm 付近か

ら TEM コントラストが変化し、表面付近では多結晶が形成されていた。また、ε相と多結晶の境

界付近で β-Ga2O3 の回折パターンが得られる場合があった。これは ε 相が成長の途中で最安定相

である β 相に転移したためと考えられる。 
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Fig. 1 XRD 2θ-ω spectra of Ga2O3 films 

grown on SAM substrates before and 

after annealing. 

Fig. 2 Cross-sectional TEM images and diffraction patterns 

of Ga2O3 films grown on SAM substrates before annealing. 
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